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Exposé des faits et concl usions

1351.D

La denande de brevet européen n° 95 907 695.1 (n° de
publication O 741 910) a été refusée le 5 octobre 1999
par la division d exanen au notif que |'objet de la
revendication 1 n'inpliquait pas d activité inventive au
vu des documents

D1 US-A-4 121 334, et

D2 FR-A-2 681 472.

La revendication 1 concernée par |a décision avait le
t ext e sui vant

"1. Procédé de réalisation d' une structure conportant un
substrat (2), une tranche superficielle mnce en un

mat éri au non-conduct eur, solidarisée sur une face (1) du
substrat (2), ledit substrat (2) présentant des cavités
(10) affleurantes a ladite face (2), |le procédé
conportant |es étapes successives suivantes :

- gravure de cavités (10) dans une face (1) d'un
substrat, les cavités présentant dans le plan de |la
face du substrat au noins une di nension fonction de
| ' épai sseur de la tranche superficielle, pour assurer
un maintien correct de celle-ci,

- solidarisation d une plaquette (12) de matériau non-
conducteur, conportant une partie nmassive (14), une
couche internédiaire et un filmmnce (16), sur la
face (1) du substrat (2) avec le filmmnce (16)
venant sur ladite face (1),
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- am ncissenent de |la plaquette (12) pour obtenir la
tranche superficielle mnce, |'amncissenent de |a
pl aguette étant obtenu par séparation du filmm nce
(16) de la partie nmassive (14) a partir de la couche
intermédiaire."

Les notifs de | a décision de |a division d exanmen
peuvent se résumer conme suit

Dans | e procédé selon la revendication 1, |la plaquette
de mat éri au non-conducteur est ami ncie aprés |'étape de
solidarisation, et non avant, comre cela est |e cas dans
| e procédé selon | e docunent DL.

Le procédé revendi qué présente donc un avantage en ce
qu'il y a réduction des possibilités de rupture de |la
pl aguette am nci e pendant |le transport ou |l a
solidarisation. Partant de procédé connu, |e problene a
résoudre consiste a réduire les risques de rupture des
pl aquettes am ncies. Le docunent D2 présente une
solution a ce probléene en ce que |'am nci ssenent de |a
pl aguette est effectué aprés la solidarisation sur un
substrat rigide. L' home du neétier considérerait

[ "incorporation du procédé du docunent D2 dans |e
procédé selon |l e docunment D1. Cette solution s'inpose
car il est connu que |a manipulation d' une couche

am nci e avant sa solidarisation sur un support peut
entrainer la rupture de |ladite couche, et par
conséquent, |l a solution exposée dans | e docunent D2

s' i npose de facon évidente.

De plus, la décision contient une objection de défaut

d' activité inventive a |'encontre des revendications
restantes, qui étaient des revendi cati ons dépendantes.
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Le denmandeur a formé un recours a |'encontre de cette
décision e 6 décenbre 1999 et payé |la taxe de recours
e mérre jour. Le ménpire exposant les notifs du recours
a été déposé le 1 février 2000.

En réponse a |a comunication de | a chanbre de recours,
| e requérant (denmandeur) a déposé par lettre du

11 février 2003 un nouveau jeu de quatre revendications
ai nsi que des pages nodifiées de |a description.

Le requérant requiert que |a décision contestée soit
annul ée et qu'un brevet soit délivré sur |a base des
docunents suivants :

Description :

pages 2, 5, 7, 8, 10 et 11, telles que déposées et
publi ées ;

pages 1, 3, 4, 6 et 9, telles que déposées le
11 février 2003 ;

Revendi cati ons :

nos. 1 a 4 déposées le 11 février 2003 ;

Dessi ns

feuilles 1/2 et 2/2, telles que déposées et publi ées.

La revendication 1 a le texte suivant

"1. Procédé de réalisation d' une structure conportant un

substrat (2), une tranche superficielle mnce en un
mat éri au non-conduct eur, solidarisée sur une face (1) du
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substrat (2), ledit substrat (2) présentant des cavités
(10) affleurantes a ladite face (1) disposées sous |a
tranche superficielle mnce, |e procédé conportant |es
ét apes successi ves sui vantes

gravure de cavités (10) dans une face (1) d'un
substrat, les cavités présentant dans le plan de |la
face du substrat au noins une di nension fonction de

| ' épai sseur de la tranche superficielle, pour assurer
un maintien correct de celle-ci,

solidarisation d' une plaquette (12) de natériau non-
conducteur, conportant une partie nmassive (14), une
couche interneédiaire et un filmmnce (16), sur la
face (1) du substrat (2) avec le filmmnce (16)
venant sur ladite face (1),

am nci ssenent de |la plaquette (12) par séparation du
filmmnce (16) et de la partie massive (14) a partir
de la couche internédiaire, pour obtenir |a tranche
superficielle mnce, |a couche intermédi aire séparant
le filmmnce (16) et |la partie massive étant une
couche de mcrobul | es obtenue par inplantation d'ions

de gaz dans la plaquette, |la séparation du film m nce
étant réalisée par clivage de |la plaquette (12) selon

un plan de clivage défini par |a couche (18) de

m crobul |l es. "

(La Chanbre de recours a fait ressortir les principales
nodi fi cations par rapport a la revendication 1 sur la
base de laquelle |l a décision contestée était fondée.)
Les revendications 2 a 4 sont des revendi cations
dépendant es.
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Le requérant a fourni |es argunments suivants a |'appui
de sa requéte :

Dans | e procédé connu du docunent D1, |'étape

d' ami nci ssenent de |la plaquette est effectuée avant |a
solidarisation de la plaquette et du substrat, et non
apres, conme dans | e procédé revendi qué. |l peut en
résulter une certaine fragilité des plaquettes am ncies.

Certes, il est connu du docunent D2 d'effectuer
| " am nci ssenent d'une plaquette a anmincir aprés la
solidarisation avec un substrat rigide. Conme |e procédé

revendi qué, ce procédé utilise |'inplantation de gaz.

Cependant, il est précisé dans | e docunment D2 que, sous
|"effet de la pression du gaz inplanté, |la surface du
sem -conducteur, c'est-a-dire de |la couche m nce, est
soum se a des tensions et que, pour éviter une
déformation de |la surface et |la formation de cl oques, i
faut conpenser ces tensions ; ceci est obtenu par m se
en contact intinme de |la surface de |la plaquette avec un
rai di sseur.

Ainsi, |'"enseignenent du document D2, pris dans son
ensenble, n'incitait pas |'home du nétier a utiliser un
substrat dont |a surface présente des cavités.

En effet, |'existence de cavités fait que, |ocal enent
tout au noins, le contact intine avec |la surface du
rai di sseur n'est pas assuré. L'homme du netier,

souci eux, dans |le cadre du probl éne objectif posé, de
préserver l'intégrité de la plaquette, n'était donc pas
incité, nmais dissuadé de conbi ner | es enseignhenents des
docunents D1 et D2.
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Pour | e procédé revendi qué, |a démarche qui consiste a
surnmonter une inconpatibilité qui dissuadait de conbiner
| ' ensei gnenent des deux docunents est donc une démarche
i nventive dépassant ce qui est "évident".

Mtifs de | a décision

1351.D

Le recours est recevabl e.

Conditions fornelles

La demande ne conporte pas de revendi cati ons concer nant
une structure, comme cela était le cas initialenent.

La revendication 1 est |la seule revendication

i ndépendante et concerne un procédé. Elle résulte de la
conbi nai son de la revendication 1 initiale et des
revendi cati ons dépendantes 2 et 3 initiales selon

| esquel l es | e procédé conporte |la formation d' une couche
intermédiaire (18) de microbulles séparant le filmm nce
superficiel (16) et la partie massive du matériau non-
conducteur et obtenue par inplantation de gaz dans |a

pl aquette, la séparation du filmmnce étant reéalisée a
partir de cette couche internédiaire, par clivage de |a
pl aguette (12) selon un plan de clivage défini par la
couche (18) de mcrobulles.

Les autres nodifications concernent |'adaptation du
texte de la demande a | a nouvelle revendication 1

Par conséquent, de |'avis de |a Chanbre, |a demande
satisfait aux conditions fornelles énoncées aux
articles 123 (2) CBE.
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Nouveaut é

L' objet de la revendication 1 n'est pas conpris dans
|"état de |la technique et est donc nouveau au sens de
|"article 54 CBE.

Activité inventive

Un procédé de reéalisation d une structure conportant un
substrat (43), une tranche superficielle mnce (41)
solidari sée sur une face du substrat (43), |le substrat
(43) présentant des cavités (44) affleurantes a ladite
face di sposées sous |la tranche superficielle mnce, est
connu du docunent D1 (voir Figure 4 et le texte
correspondant ; voir aussi page 2, lignes 14 a 29). La
tranche superficielle mnce (41) est en siliciumsemn -
conducteur, c'est-a-dire, selon la définition dans |a
présent e demande, en un natériau non-conducteur. Le
procédé connu conporte |es étapes successives

sui vantes :

- gravure de cavités (44) dans une face du substrat
(43), les cavités (44) présentant dans |le plan de la
face du substrat au noins une di nension fonction de
| ' épai sseur de la tranche superficielle, pour assurer
un maintien correct de celle-ci (voir colonne 6,
lignes 53 a 57),

- solidarisation de |la plaquette (41) de matériau non-
conducteur sur ladite face du substrat (43) (voir
colonne 6, lignes 59 a 68).

Le procédé connu conporte aussi une étape
d' am nci ssenent de |a plaquette (41)(voir col onne 6,
i gnes 50 a 53).
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Cependant, dans |e procédé connu, |'étape

d' ami nci ssenent de |la plaquette est effectuée avant |a
solidarisation de la plaquette et du substrat, et non
apres, conme dans | e procédé revendi qué.

De plus, dans |e procédé connu, |'étape d' am nci ssenent
de la plaquette est effectuée par abrasion, et non par
séparation du filmmince et de la partie nassive a
partir de la couche internédiaire, pour obtenir la
tranche superficielle mnce, |a couche internmédiaire
séparant le filmmince et la partie massive étant une
couche de m crobul |l es obtenue par inplantation dions de
gaz dans la plaquette, la séparation du filmmi nce étant
réali sée par clivage de |la plaquette selon un plan de
clivage défini par |la couche de mcrobulles, come dans
| e procédé revendi qué.

Dans | e procédé connu du docunment D1, |es plaquettes
sont am ncies avant |eur solidarisation sur un substrat,
ce qui peut résulter en une certaine fragilité des

pl aquettes am nci es.

Certes, il est connu du docunent D2 , d'effectuer

| " ami nci ssenent de la plaquette a anmincir aprés la
sol idarisation avec un substrat rigide.

Le docunent D2 (voir page 9, ligne 12 a page 11

ligne 6 ; voir aussi page 4, lignes 9 a 11) concerne un
procédé de fabrication de filns nminces de matériau sem -
conducteur a partir d'une plaquette de matériau sem -
conduct eur conportant une partie massive (6), une couche
intermédiaire (3) et un filmmnce (5) ; la surface (4)
du filmmnce est mse en contact intinme avec un
rai di sseur (7) constitué d'au noins une couche de

mat ériau rigide, et |"'am ncissenent de |a plaquette est
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obt enu par séparation du filmmnce de |a partie nassive
a partir de la couche intermédiaire. Ce procédé connu
conporte |'inplantation d'ions a une certai ne distance
de la surface de la plaquette de facon a fornmer |a
couche internédiaire (3) de mcrobulles gazeuses qu
servira a séparer le filmmnce du reste de la

pl aquette.

|| est précisé dans | e docunent D2 (voir page 6,

lignes 3 a 25) que, sous |'effet de |la pression du gaz
implanté, la surface du sem -conducteur, c'est-a-dire la
couche mnce, est soum se a des tensions et que, pour
éviter une déformation de la surface et la formation de
cl oques, il faut conpenser ces tensions ; ceci est
obtenu par mse en contact intinme de la surface de |a

pl aquette avec un raidisseur.

Ainsi, |'"enseignenent du document D2, pris dans son
ensenble, n'incitait pas |'home du nétier a utiliser un
substrat dont |a surface présente des cavités.

En effet, |'existence de cavités fait que, |ocal enent
tout au noins, le contact intine avec |a surface du
rai di sseur n'est pas assuré. L'honmme du netier,

souci eux, dans |le cadre du probl éne objectif posé, de
préserver l'intégrité de la plaquette, n'était donc pas
incité, mais dissuadé de conbi ner | es enseignenents des
docunents D1 et D2.

Pour | e procédé revendi qué, |a démarche qui consiste a
surnmonter une inconpatibilité qui dissuadait de conbiner
| ' ensei gnenent des deux docunents est donc une démarche

7

i nventive dépassant ce qui est "évident".

Il convient de remarquer que, comme souligné ci-dessus,
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il ressort de |'ensenble des informations contenues dans
| e docunent D2 que | a surface du raidisseur en contact
avec |la plaquette a amincir ne doit pas conporter de
cavités. Donc, pour |'home du netier partant du
docunent D2, il y a une inconpatibilité entre

| " ensei gnement du docunent D2 et celui de |a Figure 4 du

docunent D1, ou de telles cavités sont préconi sées.

4.4 Les autres docunents de |'art antérieur sont noins
perti nents.

4.5 Par conséquent, |'objet de |la revendication 1 inplique
une activité inventive au sens de |'article 56 CBE

5. La revendication 1 est donc brevetable au sens de
|"article 52 (1) CBE. Les revendications 2 a 4
concernent des fornes particulieres du procédé de |la
revendi cation 1 et sont donc brevetabl es pour |es nénes
rai sons.

Un brevet peut donc étre délivré sur cette base
(article 97 (2) CBE)

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La déci sion contestée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée au départenent de la preniére

i nstance avec |'ordre de délivrer un brevet sur |a base
des docunents suivants

Description :

1351.D Y A
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pages 2, 5, 7, 8, 10 et 11, telles que déposées et publiées ;

pages 1, 3, 4, 6 et 9, telles que déposées le 11 février 2003

Revendi cati ons :

nos. 1 a 4 déposées le 11 février 2003 ;

Dessi ns

feuilles 1/2 et 22, telles que déposées et publi ées.

Le Geffier : Le Prési dent

N. Maslin R K. Shukl a
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